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１．概要（Summary） 
一般に、材料を堆積する際には、材質は基板の影響を

受ける。膜堆積してからのエッチング加工が難しい場合に

は、基板を予め加工しておいて、堆積膜にその形を転写

する方法が利用される。堆積後に、基板の研磨や、基板

の選択エッチングを施す方法である。この場合は、基板の

平坦面だけでなく、側面も堆積膜と接触することになるた

め、加工形状が十分に平滑であることが望まれる。微細な

凹凸は、堆積膜の結晶成長に対してボイドを助長するな

ど悪影響を与える。 
本研究では、ナノ材料堆積用の基板に、マイクロメート

ルレベルの微細な凸凹を、滑らかな壁面形状と共に製作

することを試みた。 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

洗浄ドラフト一式、シリコン専用の各種熱処理（酸化、

拡散）装置一式、マスクレス露光装置、Deep Reactive 
Ion Etching 装置（Bosch プロセス）、電界放出形走査電

子顕微鏡（FE- SEM）（電子線後方散乱回折(EBSD)付
属）、表面形状測定器（段差計）、デジタルマイクロスコー

プ群、エリプソメーター 
【実験方法】 

Fig. 1 に基板の製作プロセスを示す。(1)フォトレジスト

を 4 インチ Si 基板に塗り、微細パターンを転写し、Deep 
RIE にて垂直エッチングを行った。Si エッチングのレシピ

を調整して、サイクル毎のエッチング量を200nm程度とし

た。スキャロップの凹凸は高さ40nm程度である。(2) レジ

ストを取り除き、Siウェハを 1100℃で高温酸化し、約 1µm
の酸化膜を成長させた。このとき、Si は約 440nm 消費さ

れ、スキャロップの凹凸が平滑化される。(3)酸化膜をエッ

チングして、滑らかな界面形状の Si を出した。(4)電気的

な絶縁膜として、ウェハを再度酸化した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 2 に製作したディンプルを示す。エッチング量は、

2.0～2.2µm（ウェハ内の差は約 0.1 µm）であった。Fig. 
2(a)は凸の〇形状（パターニングのデザインφ5 µm）、Fig. 
2(b)は凹に近い形状である。壁面は平滑で、スキャロップ

の凹凸は無くなっている。比較的浅い構造であったため、

壁面は垂直ではなく、斜め面となっている。斜め面の影響

については、膜堆積実験を行いながら、評価していく。 
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Fig. 1: Fabrication sequence. 

  

Fig. 2: Two different fabricated dimples. 
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